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ta said sourée I'ine, a drain electrode (102), a 35 zw schen den

Sour ce- El ektroden (103) ange- sem cior layer (104) contacting the
ordnet ist. source1(3and drain elgé:rb?’ggi%, ég gate insul at14ng | ayer (105) and
a gate el ectrode (106), wherein, Revendlcatlons said source and drain

el ect r giisSdd 10 oucHeORdiard Be fRlidTREs)2Ss paral l el el ongated strips extending
40 1. rdiB dblr@iB&o8d 8¢ grile ¢10B sipshces conprenant, in a second direction

subst apdured bafle la6 IdRGENs @ semicondctur UN substrat (101), une |igne de source
lar to¢1e@id first direction, said sem conductor (108) s'dtendant dans

un remere direction, layer (104) &and said gate el ectrode (106) are

une | eetransister dleoustas mineey sbdd Ja e@nnect ee a |l a fornmed as el ongated strips
ext enddioglion h, dahelequs! n électrofiésgiassodtes sour ce, une el ectrode de drain (102),
first 03tz Bnsontfodnéeniparal@ementdbsect rode (106) 45  une couche de

sem cow@a@@wm&(q!@ﬂl)tﬁwﬂéwbemewempl etely covers said sem conductor |ayer
en confuyies pavesespecss prdatarmipérest ddes soar ce et de (104) through the gate

i nsul atepysl Nl §lestrgdes gy drajnd02) setdern, une couche isolante de grille (105) et
area oféesheardelement puxcdleciiedles de GaYchei ng | ar ger une el ectrode de
gri | | e(iPAoghpaueflectiodecdn drpin diaat ditpan t hat of the seni conductor |ayer (104).
el ect r Hfey Egﬂfr geptr ?dﬁé;%r'?f’?ﬁ'f 103, 102) 50 sont realisses sous |la
for me ?sg?ﬁ % 8roG1P SATe 95 Clepledes 98y fFI m transi stor according to claim 1
g6s pafalTh'®s qui s'etendent dans une secon- wherein n source el ectrodes

(103) (n 2 2) are de direction pratiquenent perpendiculaire & la
provided in parallel with and spaced apart from premere direction, la
couche de sem conduc- each other by jpredeterm ned spaces, and

tQqur (104) et Il'dectrode de grille (106) sont wherein n-1 drain el ectrodes
(102) are pro- s5 rdali sees sous la fornme de rubans allong6s vided in
parallel wth said source el ectrodes s' 6tendant dans |a premere

direction, et |'6lec- (103), each drain el ectrode being arranged at
trode de grille (106) recouvre conplsgetenent |la the center portion of a

respective one of said couche de sem conducteur (104), avec interpo- 7
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14 sition de |a couche isolante de grille (105), I'aire de |I'Mectrode de
grille (106) 6tant sup6- rieure A celle de |a couche de sem conducteur -
(104). K " 30 5 2. Le

transi stor a couches mnces selon la reven- dication 1, dans | equel n

el ectrodes de source (103) (n 2 2) sont fornees parallel enent | es unes aux
autres et sont sdpar6es |es unes des autres par des espaces predeterm nds,
et dans 10 lequel n-1 4l ectrodes de drain (102) sont for- nees
paral | bl enent- aux el ectrodes de sourte (103), chaque el ectrode de drain
etant di spo- s6e dans la partie centrale de |'un respectif des espaces
pr~cit6s entre |l es el ectrodes de 15 source (103). 20 25 30 36 40 45 50 55
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